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（ｂ） 

図 2.2.1.2-8 （ａ）ＦＩＲ吸収ピーク位置

の逆数と、ＡＦＭ測定より見積もったＣＮ

Ｔ長さとの関係。（ｂ）上記（ａ）における

各直線の傾きと、それぞれのＣＮＴのＧ／

Ｄ比との関係。 
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ＦＩＲのピーク位置は、ＣＮＴ壁の結晶性を通じて実効的なＣＮＴ長さを反映している

ので、観察されるピーク位置は、直接ＣＮＴ試料膜の電気抵抗と相関すると予想される。

図2.2.1.2-9（ａ）に、光学測定のために使用したａｒｃ－ＣＮＴ薄膜のＶ―Ｉ曲線を示す。

ここでは、接触抵抗の影響を避けるために、同一の膜厚（250nm）および真空アニール条件

の下、４端子測定をおこなった。そして、プローブ電極間の距離は、全ての測定で一定に

保った。実際には、４端子測定のＩ―Ｖ曲線は、２端子測定値よりも、良い直線性を示し

ている。 

図2.2.1.2-9（ｂ）に示すように、より長い超音波処理時間を施したＣＮＴ試料は、高い

電気抵抗を示す傾向にある。例えば、10分間超音波処理したａｒｃ－ＣＮＴは300Ωの抵抗

を示し、3時間処理したａｒｃ－ＣＮＴは1650Ωの抵抗値を示す。 
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